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TYPE: ECQE(F) 250VDCｼﾘｰｽﾞ (ﾒﾀﾗｲｽﾞﾄﾞ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ｺﾝﾃﾞﾝｻ)
温度特性と周波数特性 <代表例>
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TYPE: ECQE(F) 400VDCｼﾘｰｽﾞ (ﾒﾀﾗｲｽﾞﾄﾞ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ﾌｨﾙﾑ ｺﾝﾃﾞﾝｻ)
温度特性と周波数特性 <代表例>
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TYPE: ECQE(F) 630VDCｼﾘｰｽﾞ (ﾒﾀﾗｲｽﾞﾄﾞ ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ ﾌｨﾙﾑ ｺﾝﾃﾞﾝｻ)
温度特性と周波数特性 <代表例>
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